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Standards iber
Eisatzhedingungen:
Internationale Standards
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ZAK-Nr. Ty Stromverstarkunpsgrappe Gehiusenl:
3% 87 i i Gleichstromverstiitvkung
b E

{3 809 340026 L0 DO 3...140 Finst
63 009 340034 B 30 DO 112,280 Priasl
63 009 340042 B340 DE 224,560 Pasl
63 009 341010 B 341 DC Al 140 Biast
63 609 341029 B 3d: DD 112, 280 Pliss
$3 009 341037 B 341 DE 214,560 PP lasg
61 003 342005 3 342 DC a6 140 1 last
G1 603 342128 B 342 DD 112,280 Plast
61 03 342224 B 342 DE 224,560 Mast

Bezeichnungsheispiel: Scholtkreis B 340 im Plastgehduse (D)
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Technische Charakteristik

Verwendung

Der Schaltkreis st ein Transistorarray, der je 4 gleichartige npn-Transistoren
mit einzeln nach aufllen gefiihrten Anschlilssen enthili und besiimmien An-
spriichen in Bezug auf (Gleichheil der eiektrischen Kenngriflen der Transi-
storen untereinander gentigt.

Masse: ca.lbg

Geometrische Abmessungen {Malbiid, Bauform): 21.2.1.2.14
Bauform nach TGL 26713 8. 5. 137 §%/0.9/1 1.

Konstruktiver Aufbau:

Bipolarer Halblieiterschaltkreis mil 2 x 7 AnschluBkontakien im 25-mm-Ra-
stermai} flir den Einsatz in gedruckien Schaltungen.

Lieferform: in Fali- bzw. Schiebeschachteln

Malinahmen zur Sicherung der Funktivnstlichtigkelt:
Einbau- und Litverschriften 5. 8, 137 87/6/9...14

Einhauiage: beliebip

Anwendungsiechnologien und Behandiungsvorschriften:
Einbau- und Litvorschriften s. 8. 137 87/6/9...14

Innnens: " .~lHung Anschluiibelgeung
o3 2110 9 8 1 - Kollekior T 1
3 - Emitter T §
i —TT} q[—l 3 — BRasisT 1
’— 4,11 — Masse
- i SO | 5 — Basis T 2
| T4 T3 ! 6 — EmitterT2
‘ - ! T — Kolleklor T 2
8 — Kolieklor T 3
| ] 9  — Emitter T 3
10 — Basis T 3
I 12 — BasisT 4
B40A138 13 — Emitter T 4
Q 14 ~ Kollektor T 4
1 2 3 45 6 7
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B3d0oD B30 D
B3 D B3s1D
B3s2D B3a2D
Girenzwerte, gilttig tiir #, = —25°C...-} 85 "°C
Kennwert mitr, tvp. max. Einheit Kennwert Einstellwerte niin. Lyp. max. Einheil
Kollektor-Basis- 1'cao 243 v Verhiiltnis der Gleich-  hz2igm lg  =1mA 1
Spannung stromverstirkung fir 13 572 UVep =8V
Kollektor-Emitier- ticro 15 v alle 6 mogllch:en Paare
Spannung zweier Transisioren
‘ ‘ ! . ‘Wiltnis dor RUNEY Ugp =5V 30 71 —
Kolleklor-Subsirat- Ueso 10 v Verhiltnis der IsrilrA)
: Basisstrome je Tnri(t0pA) Iy - I mA
Spaf‘mung‘ v Transistori=--1..4 (1 T =210 pA
SBS;:;ETI:E“H“ s i v Basissliom Ly licp -0V
i . - {ir Strom- b =1 mA
Basisstrom ia 3 mA  verstirkungs-
Kollektorstraom 1e 14 mA gruppe:
Umgebungstemperatur  #, —25 151 ] zlm(_‘ g? lf ;i
Sperrschichttemperatur #; il BT TN
B30D. B 341 D 125 C ’ ¢ 1.8 45 pih
15342 D 130 C Kolleklor-Emitter- Lk vt le: == HPmMA 115 mv
Gesamiwirme- Bonju Siltigungsspannung g - LmA
widerstand
BadD, B341 D 120 K W Dynamische Kennwerle. gliltig [ir #e¢ - 25 ' C-53 K
B342D 170 K/W : - : ———
Kennwert Einstellwetie min. l¥p. max, Einheit
. vy s . -
Statische Kennwerte, gliltig fur §4 = 25"C—5H K Rauschiaktor ¥ I¢ - 02mA Ucr=5V 14 6 dB
Kennwert Einsieilwerte min. {¥p. max. Einheit fiir 3341 D Rg = 2kw
: . fo=e 1 kHz, AT 200 Ha
gg;i;ﬁﬁ%);} Bass cso 8 v 0.05 100 nA Vierpolparameler l[f_'.' =1mA, Urg =3V
. =1 kHz
Kollektor-Basis- Uhgrpycao Lo = 100 pA 20 4 W binre 2T (]
Durchhruchspannung bz 1.4 X144
Kollektor-Emitter- Ugpriceo te 5mA 15 25 v hate e S
Durchbruchspannung!) bRre - #
Emitter-Basis- Utaryene by = 100 gA 5) 7 v Ubergangsirequenz Fr %C =1mA Ucg=5YV a8 MHz
Durchbruchspannung . == {10 MHz
Basis-Emitier- Use be s 100 pA 630 mv Riick wirkungs- —Ci2ele=1mA,Uge =5V 1,94 Bk
Spar;nung - Ucp =5V kapazitil o1 MHz
Differenz der Basis- Uperi-- Ugerz Ucy =5V 0 5 mV
Emitler-Spannung fiir lg = 100 pA
alle 6 miglichen Paare
zweier Transistoren
Gleichstrom- hag le  ==1mA
verstirkung Ugp =5V
Gruppe ¢ 105
Griuppe d 186
Gruppe e 380

1} Die Messung von U¢ar) ceo erfoigt durch Ansteuerung in den aktiven Bereich
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